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１．概要（Summary ）： 

 ダイヤモンドは、物質中で最も高い絶縁破壊耐性、

熱伝導を有し、さらに高い移動度を有するワイドギャ

ップ半導体材料であることから、特に最近は次世代省

エネパワー半導体材料として注目されている。我々は

いち早く 2005 年初から研究を開始し、これまでに 2

インチ級の単結晶モザイクウェハ、ショットキーダイ

オード実証を行い、本分野の研究を世界的にも先導し

ている。現在最大の課題である、結晶およびエピ膜欠

陥の低減を目指して、研究を行っている。本プログラ

ムはその一環で、材料評価およびデバイス等評価用の

プロセスの一部を実施したものである。 

２．実験（Experimental）： 

 材料評価およびデバイス評価用のプロセス（マーキ

ング、電極形成、選択成長デバイス試作など種々のフ

ァブリケーションプロセス）として本拠点設備である

真空蒸着装置、多元スパッタ装置を用いて、金属膜形

成、絶縁膜形成等を、ダイヤモンド単結晶および多結

晶、またプロセスダミーとしてのシリコンウェハ等の

上に実施した。なお、ダイヤモンド成長をはじめ、洗

浄、その他のプロセスは、独自で実施している。各種

評価・分析も独自実施である。 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

ダイヤモンドの様々な欠陥がどのような影響をデ

バイスに与えているかを探り、どの欠陥を低減してい

くかが、極めて重要なポイントになる。これに対して

は、縦型のショットキーダイオードで検討している。

逆方向電圧 1 kV以上の耐電圧デバイスには 45°複合

欠陥が致命的なキラー欠陥であることを、今回初めて

デバイスで実証することができた。また大きな影響を

有する表面起因の欠陥に関して、紫外線を研磨時に照

射するＵＶアシスト研磨により、動作層となるドリフ

ト層エピ層の結晶欠陥増加は抑制されることを示し

た。Ｘ線トポグラフィ等による評価により種結晶欠陥

評価を可能にし、選別することが可能になった。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

なし。 
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Fig.1 XRT image around Schottky electrode.  

a-c; mixed dislocations, d; edge dislocation. 
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